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Kompozitok

A csaladok kozti kiilonbségek targyalhatoak:
atomi szinten (10-°m)
mikroszkopikus szinten (10-m)
makroszkdpikus szinten (10-3m)




Kotéstipusok

Elsorendi, vagy kémiai kotések
- Ionos (600-1500 kJ/mol)
- Kovalens (300-730 kJ/mol)
- Fémes (68-850 kJ/mol)
Masodrendi, vagy van der Waals kotések
- Hidrogénhidkotés (30-51 kJ/mol)
— Dipdl koélcsénhatas (5-30 kJ/mol)
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Kovelens kotés
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Mikroszkopikus szinten

Fazisdiagramok

Mindig termodinamikai egyensulyra vonatkozik.

A fazisdiagramok segitségével megmondhatd:
1) A fazisok szama és tipusa
2) A fazisok dsszetétele

3) A fazisok mennyisége

A legegyszeriibb két komponensi
rendszer

Az ,oldat-rendszer”-ek (pl. Ni-Cu rendszer)

Kristaly | elektrone- | r(nm)

racs gativitas
Ni FCC 1.9 0.1246
Cu FCC 1.8 0.1278

Az azonos kritalyracs, valamint a kézel azonos elektronega-
tivitas és atomsugar kolcsdnos oldékonysagot sejtet (¢ Hume -
Rothery szabaly).

A Ni és a Cu egymasban korlatlanul oldédik (izomorf).




1) A fazisok szama és tipusa

g T(°C)
Peldak: 1600
L (folyadék)
1500 3 . 6\)6 C,U - Ni
B(1250°C, 35): 1400 | o fézis-
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2) A fazisok osszetétele

Cu-Ni
rendszer
Példak: T(°C)
Co = 35 m/m% Ni ) ?A e
TA = 1320°C: 1300 |- L (folyadék) WO S
] X

Csak folyadék (L) B <&

CL = Co (=35 m/m% Ni) TR o
Tp = 1190°C: o4

D - o VAT
Csak SZIIard (a) TD """"""" :-"-? (SZII'érd)
Co = Cp (= 35 m/m% Ni) B
20 3B235 4043 50

TB =1250°C: CLCO Ca m/m%% Ni

Mind o mind L
CL = Cliquidus (=32 m/m% Ni)
Ca = Csolidus (=43 m/m% Ni)




3) A fazisok mennyisége

Cu-Ni
P&Idak: T(°C) rendszer
Co = 35 Wt% Ni TA
TA: Csak folyadék (L) 1300
W =100 m/m%, Wq=0
TD: Csak szilard () B
W[ =0, Wy =100 m/m%
. . 1200 : i
TB: Mind a, mind L D H (szildrd)

L,
S | _43-35 20 303035 4043 50
WL o R'I' S - 43-32 _- CLCO COL m/m% Ni

R EmelGszabaly!
W.= o =27mm%

A Cu-Ni binaris rendszer
egyensulyi hutése

TCO)L (folyadek) L: 35m/m%Nj
A rendszer: Cu-Ni
- ketkomponensu 13001 :4 N rendszer
. Cu ?_.S Ni L: 35 m/m% E‘fy/.
- 1Zomor o: 46 m/m% Ni
azaz a komponensek
egymasban korlatlanul )
ol?édnaoki a}Vfgg aZ/ y L: 3p m/im% Ni
o fazis 0-t6 m/m% _ o
Ni-ig terjed. 1200 e R
™ L: 24 m/m% Ni
P N a: 36 m/m% Ni
Tekintsiik most a kez- (szilard) '
detben 1300°C-o0s 1100 i |
- o .

lassu h(itésének esetét! Co m/m% Ni




Egyensiulyi vs. nemegyensulyi hutés

termodinamika vs. kinetika
Ami lejatszodhat még nem biztos, hogy le is jatszodik!

egyensuly = a fazisegyensulyt minden idépillanatban
fenntartjuk; ehhez diffuzio sziikséges (olvadékban/folyadék-
ban még OK, de szilard fazisban - kulonésen alacsonyabb
hémérsékleteken — igen lassu!) = igen lassu hitést feltételez

egyensulyi dllapot = stabil; nemegyensulyi dllapot = metastabil

A metastabil fazisokat tartalmazé rendszerek sokszor sokkal
erdekesebbek, mint a stabil, egyensulyi rendszerek.

Az e%yensulw allapottdl vald eltérés mértéke a h(itési sebesség-
és a szilard fazisra jellemzo diffuzids sebességtdl fligg.

Temperature (°C)

Szegregacio

C. valtozik a megszilardulas kdzben. A szemcsékben az elemek

eloszladsa nem homogén; a mag a magasabb olvadaspontu fém-
ben gazdagabb.
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Két komponensu eutektikus
rendszerek

Eutektikum = (eutektos(g)=konnyen olvadd) az a két komponensi
keverék, mely jol meghatarozott minimalis olvadasponttal rendelkezik.

. 127(')(;(;) Cu-Ag rendszer
« 3 db 1-fazisu régio :
Loy o ool ; U/%L (folyad?ek)
« 3 db 2-fazisu régio 3
(L+o, L+B, oc+B) 800} wai B
. T.: legalacsonyabb T, (08.0 eutektikus izoterma :,9 91.
ahol folyadék lehet 600 35 eutektiku$ pont !
+ Korlatolt oldhatosag (T<Te): , |” a+p
a: kevés Ag a Cu-ben !

. kevés Cu az Ag-ben 200 ! ! !
B 9 0 20 40 60 CES 100

Eutektikus atalakulas: C,, m/m% Ag
L(Ce) = a(Cue) *+ B(Ce)

fatés

A lézeres anyagmegmunkalas
szempontjabol fontos anyagi
tulajdonsagok

e Optikai tulajdonsagok
e Mechanikai tulajdonsagok
e Termikus tulajdonsagok




Abszorptivitas, A o1

E

absz
E 0

A nyalab teljes energidjanak, teljesitményének ezen, abszorbealt része “hasz-
nosul”, hisz ez forditddik a minta megmunkalasara.

A= 1=A+R+T
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Abszorpcios tényezo, 3

Beer-Lambert torvény:

E(z)=E,e””

abszorpcios hossz:

ahol

E,: a mintara es6 energia (z=0)
E: a minta z mélységébe jutd energia
B: abszorpciés tényez6
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